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【緒言】金属ハライドペロブスカイトは作製の簡便さと優れた半導体特性により、太陽電池や発光素

子などのデバイスへの応用が期待されている。ハライドペロブスカイトのなかでも半値幅が狭く色純

度の高い緑色の蛍光を示す CsPbBr3は、電気光学特性に優れ、発光効率が高いことからレーザーやエレ

クトロルミネッセンス（EL）に関する研究が盛んに行われている[1]。また発光デバイスを作製するた

めに様々な方法で薄膜の作製が試みられている[2]。一般的には製造プロセスのコストが低い溶液法が

用いられているが、近年では原子層レベルで制御が可能な真空蒸着法にも注目が集まっている。そこ

で本研究ではこれまでに我々が開発したコンビナトリアルレーザー分子線エピタキシー手法[3]で

CsPbBr3薄膜の作製を試み、その光学特性について調べたので報告する。 

【実験方法】真空チャンバー内に設置した CsBr と PbBr2にシリコン粉末を混ぜた原料に IR レーザー

(波長 1060 nm)を照射することで CsPbBr3 薄膜を蒸着した(Fig.1)。薄膜を堆積させるための基板には

CsPbBr3と格子整合性の良い SrTiO3 (STO)(001)基板を用いた。各原料の堆積レートは水晶振動式膜厚計

で 0.1nm/sになるように調整し、単位面積当たり 1 unit cellの膜厚を交互に積層した。作製した薄膜に

対し X線回折装置を用いて結晶構造解析を行い、波長分散型 X線蛍光装置を用いて試料の組成を評価

した。またレーザーラマン分光光度計と可視紫外分光光度計を用いて蛍光特性および透過率の測定を

行った。 

【結果と考察】Fig.2には STO(001)基板上に作製した CsBr/PbBr2を交互積層した薄膜の XRDパターン

を示す。15oおよび 30o付近に CsPbBr3の回折ピークを確認することができた。CsPbBr3は[001]または

[110]方向に配向成長していることがわかった。当日の講演では作製した CsPbBr3 薄膜の発光や透過な

どの光学特性についても併せて報告する。 
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Fig. 1 Schematic image of IR laser MBE 

method. 

Fig. 2 XRD patterns of (CsBr/PbBr2)n/STO(001) 

stacking film. 
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